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auch als Solder Grid Array oder Solder Bump Array bezeichnet
20 wird. Das Ball Grid Array umfaBt auf der Unterseite des Sub-
strats fldchig angeordnete Lothtcker, die eine Oberflichen-
montage auf den Leiterplatten oder Baugruppen ermdglichen.
Durch die flachige Anordnung der Lothécker koénnen hohe An-
schluBzahlen in einem groben Raster von beispielsweise 1,27

25 mm realisiert werden.

Bei der sog. MID-Technologie (MID = Moulded Interconnection
Devices) werden anstelle konventioneller gedruckter Schaltun-
gen SpritzgieBteile mit integrierten Leiterziigen verwendet.
30 Hochwertige Thermoplaste, die sich zum SpritzgieBen von drei-
dimensionalen Substraten eignen, sind die Basis dieser Tech-
nologie. Derartige Thermoplaste zeichnen sich gegeniiber her-
kémmlichen Substratmaterialien fiir gedruckte Schaltungen
durch bessere mechanische, chemische, elektrische und umwelt-
35 technische Eigenschaften aus. Bei einer speziellen Richtung
der MID-Technologie, der sog. SIL-Technik (SIL = SpitzgieR-
teile mit integrierten Leiterziigen), erfolgt die Strukturie-
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Weitere Einzelheiten zur Herstellung von dreidimensionalen
SpritzgieBteilen mit integrierten Leiterziigen gehen bei-
spielsweise aus der DE~A-37 32 249 oder der EP-A-0 361 192
20  hervor.

GemaB einer aus der EP-A-0 645 953 bekannten Variante der
MID-Technologie werden auf einem durch SpritzgieBen herge-
stellten und mit einer Mulde versehenen Substrat nacheinander

25 eine erste Leiterebene, eine Dielektrikumschicht und eine
zweite Leiterebene erzeugt, worauf in die Mulde ein elektro-
nisches Bauelement eingebracht wird, die Anschliisse des Bau-
elements mit zugeordneten AnschluBflichen auf dem Substrat
vorzugsweise durch Bonden elektrisch leitend verbunden werden

30 und dann durch Fiillen der Mulde mit Kunststoff eine Verkapse-
lung fir das Bauelement gebildet wird. Es entsteht ein kom-
pakter, dinner Aufbau mit einer hohen Verdrahtungsdichte.
Durch die versunkene Montage und Verkapselung von Bauelemen-
ten in Mulden des spritzgegossenen Substrats wird neben der

35 Dickenreduzierung ein optimaler Schutz von Bauelement und
dessen AnschluBverdrahtung erzielt.
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15 gebildete AuBenanschliisse,
=~ zumindest auf der Unterseite des Substrats ausgebildete
Leiterziige, die die AuBenanschliisse mit Innenanschliissen ver-
binden, und
- mindestens einen auf dem Substrat angeordneten Chip, des-
20 sen Anschliisse mit den Innenanschliissen elektrisch leitend

verbunden sind.

Neben der einfachen und kostengiinstigen Herstellung der Poly-
merhdcker beim SpritzgieBen des Substrats kann auch die Her-
25 stellung der AuBenanschliisse auf den Polymerhdckern mit mini-
malem Aufwand zusammen mit der bei der MID-Technologie bzw.
der SIL-Technik iiblichen Herstellung der Leiterziige vorgenom-
men werden. Durch die bei der SIL-Technik bevorzugte Laser-
feinstrukturierung kénnen die AuBenanschliisse auf den Poly- E
30 merhSckern mit hohen AnschluBzahlen in einem sehr feinen Ra-
ster realisiert werden. Hervorzuheben ist ferner, daB die
Temperaturausdehnung der Polymerh&cker den Temperaturausdeh-
nungen des Substrats und der das Modul aufnehmenden Leiter-
platte entspricht. Sollten mechanische Spannungen auftreten,
35 so ermdglichen die Polymerhdcker durch ihre elastischen Ei-
genschaften zumindest einen teilweisen Ausgleich. Durch die
Formstabilit&t der auf den Polymerhdckern gebildeten AuBenan-



nungen des Substrats and der das Mdul aufnehnmenden Leiter- platte
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el ektri schdneidh@nde i %ehhRdUngeR rat mit Durchkontaktierungsléchern
basieren. Neben diesen Durchkontaktierungsldchern erhilt das
Substrat beim SpritzgieBen eine zentral auf der Oberseite an-
geordnete Mulde und eine Vielzahl von in ein oder auch in
20 zwel peripheren Reihen auf der Unterseite angeordneten Poly-
merh&ckern. Der auf der Oberseite in der Mulde angeordnete
Chip wird iliber feine Kontaktierdrihte mit zugeordneten,
streifenfoérmig nach auBen fithrenden Leiterbahnen verbunden.
Diese Leiterbahnen sind dann iber im &duBeren Bereich angeord-
25 neten Durchkontaktierungen mit den zugeordneten, oberfliach-
lich metallisierten Polymerhdckern elektrisch leitend verbun-
den. Werden dann die Randbereiche des Substrats mit mittig
durch die Durchkontaktierungsl&cher gehenden Schnittlinien
abgetrennt, so entstehen elektrisch leitende Querverbindungeﬁ
30 mit halbrundem Querschnitt, welche die &uBeren Enden der auf
der Oberflache des Substrats angeordneten Leiterbahnen mit
den zugeordneten auf der Unterseite des Substrats angeordne-

ten Polymerhdckern elektrisch leitend verbinden.

35 Der in den Anspriichen 1 und 9 angegebenen Erfindung liegt das
Problem zugrunde, bei der MID-Technologie die Herstellung von

elektrisch leitenden Querverbindungen zwischen Leiterstruktu-
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den AnsprUchen 10 bis 12 angegeben. )
ontaktierungslochern mehrere leiterbahnférmige Querverbin-

15 dungen pro Aussparung realisiert werden. Unter dem Begriff
Aussparung sollen hier jedoch auch entsprechend ausgebildete
Durchkontaktierungen fiir eine einzige Querverbindung zwischen
Oberseite und Unterseite verstanden werden. Die Strukturie-
rung der erfindungsgemdfen Querverbindungen kann mit minima-

20 lem Aufwand durchgefithrt werden, da kein zusitzlicher Ar-
beitsgang erforderlich ist.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemiBen Verfahrens
sind in den Anspriichen 2 bis 8 angegeben.

25
Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemdBen Verdrah-
tung sind in den Anspriichen 10 bis 12 angegeben.

Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 erméglicht eine einfache
30 und insbesondere fiir eine Massenfertigung geeignete Herstel-
lung des Substrats durch SpritzgieBen.

Die in den Anspriichen 3 und 10 angegebenen Konturen erleich-

tern im Gegensatz zu einer konvexen Kontur durch ihre ausge-
35 pragten Kanten die Laserstrukturierung der Querverbindungen.

Gemal den Anspriichen 4 und 11 wird dabei durch Neigungswinkel

von mindestens 110° zur Horizontalen bzw. von mindestens 20°
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traktivt echnllk gemal-3 ‘Anspruch 7 etliche Vorteile. Neben der einfachen and
wi rtschaftlichen Erzeugung der gewuUnschten Lei- ternuster ist bier

i nsbesOnderrﬁéilv@eledé‘rfﬁqf&nlga%%r&t MAISHICR- 6f UBE BEACToALEEESI 8§58 beim
her vor zuhehen GerraB Anspruch kann~ das Atzresist hierbei besonders
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Querverbin svvel se bei e Q tud Gid Array mt einem
auf 25 der ersel :ii' ltSl}t?s rg"tsZ alr%g?f)ﬁr'53 %é'?gfﬁagﬁl p anwendbar. Durch die

Anor dnung des Chi ps auf der Oberseite des Substrats and durch die

Anor dnung - dewd?al Wi heakelq s geak sEN e $ht-en 9@%%9%1@@%9@,@%5' ch
hi er ideal e Voraussetzungen fir  die Realisierung von sog
Packages, Fia tdy&gchnik durchgefiihrt werden kann, bietet dle Sub-

15 traktivtechnik gemdB Anspruch 7 etliche Vorteile. Neben der
einfachen und wirtschaftlichen Erzeugung der gewiinschten Lei-
termuster ist hier insbesondere die einfache Laserstrukturie-
rung eines Atzresists hervorzuheben. Gemi#f Anspruch 8 kann
das Atzresist hierbei besonders einfach durch chemische oder

20 galvanische Abscheidung von Zinn- oder Blei aufgebracht wer-
den.

GemaB Anspruch 12 sind die erfindungsgemafen Querverbindungen

vorzugsweise bei einem Polymer Stud Grid Array mit einem auf
25 der Oberseite des Substrats angeordneten Chip anwendbar.

Durch die Anordnung des Chips auf der Oberseite des Substrats

und durch die Anordnung der Polymerhocker auf der Unterseite

des Substrats ergeben sich hier ideale Voraussetzungen fir

die Realisierung von sog. Chip Scale Packages, bei welchen
30 die Abmessungen des Arrays im wesentlichen den Abmessungen

des Chips entsprechen.

Ausfilhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dar-

gestellt und werden im folgenden ndher beschrieben.
35

Es zeigen



30 di e Abnmessungen des Arrays in wesentlichen den Abnessungen des Chips
ent sprechen. Ausfthrungsbei spiele der Erfindung sind in der Zeichnung dar-
gestel |t andveme/ssm i n f ol genden naher beschrieben. 35 Es zePQEEPMD4565

00/ 03571 PCT/ EP99/ 04565 7 Figur 1 einen Querschnitt durch ein Substrat mt
ei ner dachform gen Kontur der fur Querwverbi ndungen rele- vanten Kanten, 5
Figur 2 einen Querschnitt durch ein Substrat mt einer schragen Kontur der
fur Querverbindungen rel evanten Kanten, Figur 3 einen Querschnitt durch

ei n Substr 1 t, einer_kons: 10 . @PI r rJur rverbi ndungen

rel evantenﬂ antlen, |ngetljr} rql%assc\f%{t}ggsﬁra c%ler?%%ss |§t}r % Iﬁlgghea%ﬁ{Auf bringen
ei - ner MetallisierumghiXsrdigany Bnday Sessthiiat QperyBrbigdundenacaleaem
Aufbringen ei- nes Afzfes| $shtdd, gur 6 einen Querschnitt durch eine

dachform ge Kontur des 20 Substrats gemdB der Linie VI-VI der Figur 5,
Figur 7 die Laserstrukturierung der Atzresistschicht bei dem Querschnitt

der da@Bf o%mlg.enz gorﬁiﬂergﬁﬂ&dalﬁiﬁrtt Glurdh @i@ﬁ?u&s@h’@tp\ﬁibi bdnag nggr .
Quer ver bi ndungen bei_ dem Quer- schnift r_dachf orm.gen_Kont ur. ge i gur
6, Figur 9 eine teiﬁ‘&k‘iasqg%b@ﬁ‘fst rcﬁtera%%rdﬁé’eﬁy&r?égﬁgnggg Eﬁl%ﬂ?ﬁﬁ%ts
mt Leiterbahnen an&Ka@uemer bi ndungen, Figur 10 eine teilweise Draufsicht

auf die Unterseite des Substrats mt Leiterbahnen and Querverbi ndungen and

35 Figur 11 eine Seitenansicht des als Polymer Stud Gid Array
Figur 3 einen Querschnitt durch ein Substrat mit einer kon-

10 vexen Kontur der fiir Querverbindungen relevanten

Kanten,

Figur 4 das Substrat gemaB Figur 1 nach dem Aufbringen ei-

ner Metallisierung,

15
Figur 5 das Substrat gemdl Figur 4 nach dem Aufbringen ei-
nes Atzresists,
Figur 6 einen Querschnitt durch eine dachférmige Kontur des
20 Substrats gemaB der Linie VI-VI der Figur 5,
Figur 7 die Laserstrukturierung der Atzresistschicht bei
dem Querschnitt der dachférmigen Kontur gemaf Figur
6,
25
Figur 8 die Ausbildung der Querverbindungen bei dem Quer-
schnitt der dachformigen Kontur gemaB Figur 6,
Figur 9 eine teilweise Draufsicht auf die Oberseite des
30 Substrats mit Leiterbahnen und Querverbindungen,

Figur 10 eine teilweise Draufsicht auf die Unterseite des

Substrats mit Leiterbahnen und Querverbindungen und

35 Figur 11 eine Seitenansicht des als Polymer Stud Grid Array

ausgebildeten Substrats.



ausgebi | deten Substrats. WO 00/03571 PCT/ EP99/ 04565 8 Figur 1 zeigt einen
abgebrochen dargestellten Querschnitt durch ein Substrat SlI, dessen

er kennbare 910 o0mseiit e ei ne dachform ge Kontur Kl besitzt. |IRCTBER9I0¢¥85ei ner
Aussparung Al des Substrats Si die eine kreisrunde, ovale, rechteckige oder
5 quadratische Form aufwei sen kann, wei gt die |Innenwandung ebenfalls eine
dachform ge Kontur Ki auf. Cber- and Untersei- te des Substrats Si sind mt
0 bzw. U bezeichnet. Die darge- stellte dachform ge Kontur Ki ist fur die

anhand derg F re 1 ch zu erlauternd stellung von
AR F i g TRt R R R R et S S
dachf or m g8 Rorein @ﬁlbISItraﬁdelerdébeeseetreeﬁnbame thienseite didest Mt a
be- zelchmbhﬂmglgeathQh:?eklabéSQQz'tStI E“g L%Mé‘f'%?se O%‘Brfgte:@ts S

ei nschliel 3lich der Aussg rung orm gen
erfol gt dfech >U8s5tressi 8 eﬁlev\ﬁb@P 5r§lsa5§tieat<nﬁ@3e¢4 aF¢@teckige oder

hocht eﬁrperqanakﬂlrlaelss:hand'bgﬁ Ibewa\ﬂ@éﬁskﬁnﬂﬁ, ew@P%Ve&P@rIﬂﬁ&;wfr%Mﬁ} hersul fon
oder  Pol y ?@n(}_ g_(i%l net g gyr % ze| e| nen abgebrochen

dar gest el | @ers AHFt ac E?E}ﬁlg?n G ‘%Frlé @? - ddRern e did@sised —zu dem
in Figur fe desgésbetirata Subsindtmitne lszdmratgebm&ctﬁné@ I Dl Befgigeh ei -

ner Stirngeel n SSPAr KA

Nei gungswi, nkkaegtgwgg(b:ﬁfgﬁgﬁég ﬁ}rlgg{én ? H‘F‘(% and %Ferapfss dﬁfD(r?sl&utr@nO des
Subst r at s 4s91Pst Onneakr z#i @rha%b@én@ﬁnfégrsm@llm mmrouaxeareraplgmhgem| s 90
i st. F@gum%géeegénel pen n@gg@ﬁ@mﬁak@lﬁrﬂﬁﬁ&héﬁ%% fﬁgge thoﬁh ein
Subst r at § r gg a ant e{)schl ed ;}ém in_den Figu- 30 ren Gl

dar gest el | ubBtr 4En lé?ﬁ%ekB%V% Zon{re KL 4P BErisitciidi RebeStirnseite
and in Bezenchnetnewo}é\assqnagm@erAé;l:besmTzistDl e in den Figuren 1 and 3

dargestellten Substrate SI, S2 and 35 S3 ernoglichen durch ihre speziellen

Konturen Kl, K2 and K3 eine Laserstrukturierung von dort aufgebrachten
tha|||5|81e Herstellung des Substrats S1 einschlieBlich der Ausspa-

15 rung Al und der dachférmigen Konturen Kl erfolgt durch
Spritzgiefen, wobei als Substratmaterialien hochtemperaturbe-
standige Thermoplaste wie Polyetherimid, Polyethersulfon oder
Polyamid geeignet sind.

20 Figur 2 zeigt einen abgebrochen dargestellten Querschnitt
durch ein Substrat S2, das im Unterschied zu dem in Figur 1
dargestellten Substrat eine schrige Kontur K2 im Bereich ei-
ner Stirnseite und im Bereich einer Aussparung A2 besitzt.
Der Neigungswinkel zwischen der schriagen Kontur K2 und der

25 Oberseite O des Substrats S2 ist wieder mit o bezeichnet, wo-
bei auch hier a gréBer als 90° ist.

Figur 3 zeigt einen abgebrochen dargestellten Querschnitt
durch ein Substrat S3, das im Unterschied zu dem in den Figu;:

30 ren 1 und 2 dargestellten Substraten eine konvexe Kontur K3
im Bereich einer Stirnseite und im Bereich einer Aussparung
A3 besitzt.

Die in den Figuren 1 und 3 dargestellten Substrate S1, S2 und
35 S3 ermdglichen durch ihre speziellen Konturen K1, K2 und K3

eine Laserstrukturierung von dort aufgebrachten Metallisie-

rungen. Im Falle der Konturen K1 und K3 wird diese Laser-



rungen. ImFalle der Konturen KI and K3 wird these Laser WO 00/ 03571

PCT/ EP99/ 04565 9 strukturierung zur Bildung von Querverbi ndungen von der
Ober - seite WO&AHPYbn der Unterseite U her durchgefuhrt. | m PET/ER/HEGS
Kontur K2 wird die Laserstrukturierung von Querverbi ndun- gen nur von der
Cberseite O her durchgefuhrt. Abweichendgvon 5 demin Figur 1 dargesteliten
Ausf Uhrungsbei spi el kann die dachform ge Kontur K1 auch eine asymmetrische
Dachf orm auf- weisen. Das in Figur 1 dargestellte Substrat S1 wird zunachst

einer 10 &t@l@tﬁ{ cg]g_n |.u n i nsbesonder e

Bei zen, Rel nji gen lg%eﬂi(]“gll men anﬁﬁ%r egﬂﬁa re Q#Hgﬁﬁn AR1 gerl Pegend

wi rd gemal FyUr R rEh dan St ulysf é}é:lasckiatrchdunfghamd mac kh 01 gende

gal vani schieKupdrenabsche} idun gy I I; ga zflachj g auf das
1 l% rl:%é@'sttﬁkltll,l% g&‘ gC% égﬁavaahgﬁdun_

Subst r at %d,? ehrach i Genma?2 ur
stron ose oder ur R Oifa‘ r§@H€eAl9ngé @Hﬁghqéﬁulzrhn 8bwetherdi wén AR auf

die Med talam sllferFUJm}Irl\/Ilaldifag@iérsa@htlte210Aﬁls&Uhrﬁnégbgisﬁh@@nkgggeg{ ochen
hf or m Kont ur Ubstrats Si

dar gestel i &5 dyr.ch di e dac

gemal 3 deraaedgll nie I- Otn% grl CEBaPSYRRGLF17Cher Baghsorn zaeki st AR
durch St r & Rerer ung mt- 25 teI s eines Laserstrahls LS in denj eni gen
Berei chen der dach- form gen Kontur Ki (vgl. Figur 5) w eder entfernt, die
ni cht de Spateren erver bi ndungen ent sprechen. Der Laserstrahl LS ist

dabei ni c%t SséRkFeOHE Zuratgertradhe dubstnehidt nwgmh iﬁmnﬂctlhistt(leuﬁélﬂdern
senkrb@ht RedheQvenf tibtheh8ndes rSubshiatifigesOurs o A4S J&-&%&ego g Fi gur
A r en

5 Ded t d At t
Ghi ot ere. ot 2efl SRPARELELt LLKC RSN AR Ehares i f e byraintas A

Ober f | ach&cBédeBepdsvindsgShadbheanzt 4 dobeh 3 et drer R N M8 198 s che i -
Quer ver bi adtig- ug@nirLL sEENED. g§§vanlsche Kupferabscheidung eine Me-

tallisierung M ganzfldchig auf das Substrat S1 aufgebracht.
15

Gemall Figur 5 wird anschlieBend durch stromlose oder durch

galvanische Abscheidung von Zinn ein Atzresist AR auf die Me-

tallisierung M aufgebracht.

20 Figur 6 zeigt einen abgebrochen dargestellten Querschnitt
durch die dachférmige Kontur K1 des Substrats S1 gemiB der
Linie VI-VI der Figur 5.

GemaB Figur 7 wird das Atzresist AR durch Strukturierung mit-
25 tels eines Laserstrahls LS in denjenigen Bereichen der dach-
férmigen Kontur K1 (vgl. Figur 5) wieder entfernt, die nicht
den spiteren Querverbindungen entsprechen. Der Laserstrahl LS
ist dabei nicht senkrecht zur Oberfliche der dachfdrmigen
Kontur K1, sondern senkrecht zur Oberfldache O des Substrats
30 S1 ausgerichtet (vgl. Figur 5). Die durch die Laserstruktu-
rierung des Atzresists AR freigelegten Bereiche der Metalli-
sierung M werden dann gemal Figur 8 bis zur Oberfliche des
Substrats S1 abgeidtzt, wobei leiterbahnférmige Querverbindun-
gen Q entstehen.
35
Figur 9 zeigt eine teilweise Draufsicht auf die Oberseite 0

des Substrats S1 und die darauf ausgebildeten Leiterbahnen L,



Figur 9 zeigt eine teilweise Draufsicht auf die Oberseite O des Substrats
Si and di e darauf ausgebil deten Leiterbahnen L, WO 00/ 03571 PCT/ EP99/ 04565
10 di e fluchH¥elefoismt di e zugeor dnet en Querver bi ndungen Q i m BBRET/ERYIHSEHer
dachf orm gen Kontur Ki ubergehen. Die Herstellung der Leiterbahnen L auf
der Cberseite O des Substrats Si er- folhgt gleichzeitig mt der aus Figur 7
ersichtlichen Herstel 5 lung der angrenzenden Querverbi ndungen Q durch
Laserstruktu- rieren des Atzresists AR and nachfol gendes Abatzen der frei-

| i egenden @éeff@% allisierung M.  Entsprechend der Figur 9 zeigt
Figur 10 eine tej \/\gﬁ%l\%a%]f% lefpescf’gqﬁe?tﬂ &G rgeingenUOddn Babstrat s
S1 and di e Rfefauter el imieren Heither tkhnaergerdie Diec beerd o Dudie
zugeor dne-dden.Ques M unage Qd j d achf orm gen Kontur Ki
Uber gehen.. O e Herstel | ung “der; L(e%étlrenr@%rﬁge?%@f g)trjfd%&egu%ﬁttégﬁsséﬂt%rU des
Subst rat s ‘ST Er 1B GHChAKH (CiE @il glan taugerFigar 15 estselchuig clen BBgE eazenden
Ver bi ndungemqQ dtur Gindragereiidaik igire ricB AR AT AL &F B5irstS AR .an _
nachf ol gende égpq}ezse%tqzer f.reci - Iiee enden Ber%ee;ﬁc?egglle:rﬁ_ll\/é'fagﬁﬁsgf‘éﬁ‘ﬁg M

Di e Laserstrukturie rung wrd Aterdd: Rkitolgendrssahkiaent deur fumier seite
U des Subsegsnsied Beusgeriechieet detbadesserany #4S (vgl . Figur 7) 20
vorgenommen. Figur 11 zeigt eine Seitenansicht des Substrats Si mt Lei-

t er bahnen L, Slgjerverbi ndungen Q i m Bereich der dachform gen Kontur K1 and
mt den b&PESPLeSNRERnEes PélyirePhaekatn Filgudi 2026inaf tdelwbnierseite U

flachig amsdettdaett siedunfdlsdiecOBelasSa] s rats Si_ist ein
Chip C auf gg%@&icilﬂié éesign zﬁnﬁgﬁ?i g?ﬁngh%%%\%%ggrs?ﬁgﬁérgﬁ n%rau]‘]:;

dar gest el 18 roCBSRdLSFEERRRRIATt LBoAdAr Ahvehtenddir die dergeeahtes-

dar gest el Fe@nQuBkrvprBhhpguigehndk imi BeAnseh! 458eaa ASESFHPL G - k30 Beikder

W r e- Bondyihe hkni spide | fiber eine Kl eb- schicht KL mt der
£88htn Sb1dChe tglg‘m Jer §brrRahneR ok aebitdseAinten3 die

Oherseite 0.des Substrats VEérbunden.
ei nzel nenSAh5€nPE8E Sekstrats S1 erfolgt gleichzeitig mit der Her—

15 stellung der angrenzenden Verbindungen Q durch Laserstruktu-
rieren des Atzresists AR und nachfolgendes Abitzen der frei-
liegenden Bereiche der Metallisierung M. Die Laserstrukturie-
rung wird hierdurch mit einem senkrecht zur Unterseite U des

Substrats S1 ausgerichteten Laserstrahl LS (vgl. Figur 7)
20 vorgenommen.

Figur 11 zeigt eine Seitenansicht des Substrats S1 mit Lei-
terbahnen L, Querverbindungen Q im Bereich der dachfdrmigen
Kontur Kl und mit den bereits erwahnten Polymerh&ckern H, die
25 auf der Unterseite U flachig angeordnet sind. Auf die Ober-
seite O des Substrats S1 ist ein Chip C aufgebracht, dessen
Kontaktierung entweder in der links dargestellten Wire-Bond-
Technik mit Bonddrihten B oder in der rechts dargestellten
Flip-Chip-Technik mit Anschliissen AS erfolgt.
30
Bei der Wire-Bond-Technik ist der Chip C iber eine Kleb-
schicht KL mit der Oberseite O des Substrats S verbunden.

Figur 11 zeigt deutlich, daB die einzelnen Anschliisse des

35 Chips C iiber Leiterbahnen I, auf der Oberseite O iiber stirn-
seitige Querverbindungen Q im Bereich der dachférmigen Kontur
Kl und iiber Leiterbahnen L auf der Unterseite U mit zugeord-



35 Chips C fiber Leiterbahnen L auf der Ooerseite O fiber stirn- seitige
Quer ver bi ndungen Q i m Berei ch der dachform gen Kontur K1 and fi ber

Lei t er bahneWQ@ 0&@37der Unterseite U mt zugeord WO 00/ 03571 RUVEEPS93634565
11 neten Pol ymerhockern H el ektrisch leitend verbunden sind. Auf die.
Unterseite der metallisierten Polymerhogker Hist eine |otbare

Endober fl ache aufgebracht, die beispiel sweise durch eine Schichtenfol ge
von Nickel and Gold gebildet wird. 5 Bei demin Figur 11 dargestellten

Gebi |l de h ich.um ein Pglynmer. Stud Giid Array, das insgesant mt
PSGA bezeiﬂc% -g‘{neff}O Hé‘%‘?rq\i%ﬁq%ee%%a tl’féistcﬁélnq&értépfji g@F%PBﬁ%ewmsg udAE i d
Arrays geltEie BEitsriss idweidse awsaddr sWBrAc9H6 PO vhdehbekworH id0 Bghe dem

Pol yrmer Stiigtdad - enal i 11 sind die. Aul 3enabnessungen
von Chip C,ar?dgﬂéeﬁgﬁ%@%th%h%%iegkggbgl’3.dleE eﬁﬁﬁﬂi@ﬁfwgfﬁﬁ dHFR  um
ei ne Gehafseforifhigihd apdidlere vpai §éckglls ughi foSdabebPadkhgei bézei chnet
wird. Es ist auch klar zu 15 erkennen, dal 3 die stirnseitigen

Quer ver bi %%liﬂgien (_jt) i :]in,Berei ﬁh der dachform gen Kontur KL mit ihrer hohen
St rukt ur f énhelte 18 fé 94 érsfekgRpaRL &t ADs GERE Afe vhandebt ges asit@n Wol yner
Stud G i @i PalymRSGA tedmogliicheragndddan hsgkBent et schetaandan At ei |
an der Realksiierun i . Package_haben. 20 WD 00/03571

PCT/ EP99/ 8&%6%%tiz%ﬁgt%gﬁgﬁgﬁ?t%?lc‘%égeﬁ. ATEPFaRIER BolVRRE taid g don

Ver dr aht uRgERYSi gebrakbeiisphelfwiisndans Qler vEObANYENYLN64{hamicchen
Leitergtrukturen auf 5 der Cberseite (0) and auf der Unterseite (U eines
Substrats mt fol genden Schritten: a) Herstellung des

Subst r at sBEQF?‘%E‘;Sé@}%)Bé EF hEnFEIRKAFF X hPSEA of ¢7ai fo nEHegi K Uils tssitnaf fdigkur ¢ h
Spri t zgi eh88rnaBpestzpyeasesn dRipderul@r SWHLEEEN, sNODBIa WEI 1951 e 81 ne
StirnseitgsdfSndelt sich somit um eine Geh&duseform, die iiblicherweise
als Chip Scale Package bezeichnet wird. Es ist auch klar zu
15 erkennen, daB die stirnseitigen Querverbindungen Q im Bereich
der dachformigen Kontur K1 mit ihrer hohen Strukturfeinheit
eine 4duBerst kompakte Ausgestaltung des gesamten Polymer Stud
Grid Arrays PSGA erméglichen und damit einen entscheidenden

Anteil an der Realisierung des Chip Scale Package haben.
20



Substrats (Sl; S2; S3) and/ oder weni gstens ei ne | nnenwandung ei ner
Aussparung (A ; A2; A3) des Substrats (Sl; S2; S3) eine schrage, dachform ge
oder konvexeWRIAMO3T1 (K1; K2; K3) er- halt; 15 b) Aufbringen ei RET/EPII/04565
Metal lisierung (M auf das Substrat (Si;52;S3); c) Partielle Entfernung
der Metallisierung (M durch Struktu- rigrung mttels eines Laserstrahls
(LS) zur Bildung der Leiterstrukturen adf der Cberseite (0) and auf der
Unter 20 seite (U des Substrats (Sl;S2;S3) and zur Bildung von

| ei t er bahng | %1 r.ver bi ndungen (Q) i m Bereich m nde- stens einer

Sti rnselte des UbS T & 1% (S1; S2; S3) and/ oder m ndestens ei ner | nnenwandung
ei ner Aussparung (Al,A2,A3) des Substrats (S1;S2;S3). 25 2. Verfahren nach

Anspruch 13, dadug i t,, dal 3 d ubstrat (S1;S2;S3 durch
Spritzgi enen her a{ey{s};[é}{el t Wi rch]%guém%eﬂna%feeﬁ ﬁi’éﬁmﬂﬁélpm&éheiegﬁélth
dadurch g Lhidis T e iwshingistren©) eizng sShienn Led eietre téag t SUBst L@ks (SL;

S2) and/ odir WU GRS @))N§nldN lner arung es
Substrat s éﬁl eglﬁ (?chr(fl1 er&gl(ri}cér ac ][E%rr%] gg Kgﬂi El?Ri %‘EQIE?%%\‘H
4 . Verfahred nach>A gpfich © :§’ gegadgrd Sghrigteng e k e nnz ei ¢ h n et

dal 3 die Stirnseite oder die | nnenwandung zur Cberseite WO 00/ 03571

PCT/ EP99/ Q456R @ des Substrats (Si; S2) um
ei nen W%ﬁel ras)JC%\}(%(rgln’l %es%gégg Zﬁiraé%éi a8s YERPRAhe bekiaicttei nem
der. vor her geﬁéﬁééﬁrﬁ\ﬁgsm Kheststdéduduhcgekpﬁmzegﬁeﬂéﬁ, Shed Be 3 4m Att a)

b ded Her stekl t Unt f - chi
aﬁlgeordnet er& e HBQmQ%és§HHS %éﬁéé(%ﬁ SEI;exgseségﬁ% Bfrsse‘l?ﬂa%](q%n a- chig

Auf bri ngen d Pi’%/g?apﬁ é?éré%gséMu@@ﬁ@debt‘b@negstens eine Innenwandung
einer Aussparung (Al;A2;A3) des Substrats (S1;S2;S3) eine

schridge, dachférmige oder konvexe Kontur (K1;K2;K3) er-
halt;

15 b) Aufbringen einer Metallisierung (M) auf das Substrat
(81;582;83);

c) Partielle Entfernung der Metallisierung (M) durch Struktu-
rierung mittels eines Laserstrahls (LS) zur Bildung der
Leiterstrukturen auf der Oberseite (O) und auf der Unter-

20 seite (U) des Substrats ($1;82;S83) und zur Bildung von
leiterbahnférmigen Querverbindungen (Q) im Bereich minde-
stens einer Stirnseite des Substrats (81;52;53) und/oder
mindestens einer Innenwandung einer Aussparung (Al;A2;A3)
des Substrats (S1;S2;S3).

25

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,dm%d&;$msnat(Shsbsm
durch SpritzgieRBen hergestellt wird.

30 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Stirn-
seite des Substrats (8§1;S2) und/oder wenigstens eine Innen-
wandung einer Aussparung (Al;A2) des Substrats (S1;S2) eine
schriage oder dachfoérmige Kontur (K1;K2) erhilt.

35
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net, daB die Stirnseite oder die Innenwandung zur Oberseite



Endoberfl ache (E) auf die Polymerhocker (H) aufgebracht w rd.

10 6.

Ver f ahren nach ei nem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzei chnet,
daf 3 di e Metvwd bi/essarung (M  durch strom ose and gal vani schep@hERN®UTHANg
von Kupfer auf das Substrat (Si) aufgebracht wird. 15 7. Verfahren nach

ei nem der vor hergehenden Anspriiche, d ad ur c h gekennzeichnet, daB nach
dem Schritt b) ein Atzresist (AR) auf die Metallisierung (M aufgebracht
wird, daB das Atzresist (AR) durch Strukturierung mttels eines La 20

hi Shyl ' [ - hend
Ber of chon' wr Ed8r Bnt P br SECEr 78T A0 UnE BT G 01 o191 boAIeH. BaReRche der

Berei chen wi eder entfern and

Met al | i si eFdREeEM@bi goruprimdestens athe® desnSipististt.s (Si) abgeat zt wer den.

25 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzei chnet, daB das At zresi st

(AR) dur CQ ggl VfgliP,SChe Abschei dung von Zinn oder Zinn-Blei aufge- bracht
7 VETH

wird. 30 9

TeRgRATR SRR rdRE e h e xgrhandare Arsthitidengen ( Q)

zZwi schgﬁwaeiatcéuat c ikt gregg)eaufn %@ri eheneet t eqtfl) iﬁngc%yitgeé) ]&@%e&eslei te (U
ei nes Subs . S2; wobei . - igstens eine Stirnseite des
Substrats ]?é%g%%ﬂ%gg K D gglgn%"bfr%ﬁ%mﬁﬁét@i Ag) fla-
Ausspar ungchBg ngeoqxing)e dusl Budrdtdakesr (G); St orimite weskieaganddash

form c it ord Ki K2 uf e - bei,
PCT] ERo0) 0bat 1o e o U er By nongen (o2t aM . Rirs: Tog s

00/ 03571
Sgebi | det

and i m Ber®iP s fsdienE eiatsr &g rAeslamer hdwskeQuldE r andgepSarBe; @8)d.
and/ odér m ndestens ei ner |nnenwandung ei ner Aussparung (Al ; A2; A3) des
Substrats é.Slve%a%%_)enar}‘gdec%r d-. 5 net sind. 10. Verdrahtung nach Anspruch 9,

einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Metallisierung (M)

durch stromlose und galvanische Abscheidung von Kupfer auf

das Substrat (S1) aufgebracht wird.
15

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Schritt b) ein

Atzresist (AR) auf die Metallisierung (M) aufgebracht wird,

daB das Atzresist (AR) durch Strukturierung mittels eines La-
20 serstrahls (LS) in nicht dem gewiinschten Leitermuster ent-

sprechenden Bereichen wieder entfernt wird und daf dann die

freiliegenden Bereiche der Metallisierung (M) bis zur Ober-

flache des Substrats (S1) abgeidtzt werden.

25 8. Verfahren nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, daB das Atzresist (AR)
durch galvanische Abscheidung von Zinn oder Zinn-Blei aufge-

bracht wird.

30 9. Verdrahtung mit elektrisch leitenden Querverbindungen (Q)
zwischen Leiterstrukturen auf der Oberseite (O) und auf der

Unterseite (U) eines Substrats (S1;52;53), wobei

- wenigstens eine Stirnseite des Substrats (51;52;S3)

und/oder wenigstens eine Innenwandung einer Aussparung
35 (Al1;A2;A3) des Substrats (51;52;83) eine schrige, dach-

férmige oder konvexe Kontur (K1;K2;K3) aufweist und wo-

bei



dadurch gekennzei chnet, daf, wenigstens eine Stirn- seite des Substrats
(S1; S2) and/ oder weni gstens eine Innen- 10 wandung ei ner Aussparung (Al ; A2)
des SubstratWOE®P3ISER) ei ne schrage oder dachform ge Kontur PEI/ER®)04565
aufweist. 11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dale die
Stirnseite oder die 15 Innenwandung zurigberseite (0) oder zur Unterseite
(U) des Substrats (Si; S2) umeinen Wnkel ((x) von m ndestens 1100
geneigt ist. 12. Verdrahtung nach Anspruch 9 oder 10, mt 20 - auf der
Unterseite- I i =

(U) des §HQ§%E§E§n&§h%eﬁ aghi Ee?{'%@oer %erseﬁ‘{] aﬁf% };Q §ubstrats

angef or nt en Polgner ockern (H), - einem auf
(Si) in Wre- BYRE- FBcRRFRiGReRiINdeEons @&rperre%MHé%sﬁg%cﬂ%eﬁmtmtp (C)
Endober f | ache( Ey. -gober 0 or o1 bay “@%“%ésb“"%? %%ﬂ@%rﬁﬁ*%ﬂ@%%ﬁg ‘
ndober f | ache wobei 0 ndober f| ache nes Polymer hbckers
(H jeweils ca%gﬁsgﬁﬁgnge %L‘%gﬁ%g(ﬂie% E@e & ) angeerd-
Substrats (Sl),netnei@der ver bi ndung (Q and elne 30 Lei terbahn (L) auf der
berseite (0) des Substrats (Si) mt einem zugeordneten Anschl uB (AS) des

Chips (O elek trisch leitend verbunden ist.
10. Verdrahtung nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Stirn-
seite des Substrats (S1;S2) und/oder wenigstens eine Innen-

10 wandung einer Aussparung (Al;A2) des Substrats (S1;S2) eine
schrédge oder dachférmige Kontur (K1;K2) aufweist.

11. Verfahren nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet, daB die Stirnseite oder die
15 Innenwandung zur Oberseite (O) oder zur Unterseite (U) des

Substrats (S1; S2) um einen Winkel (a) von mindestens 110°

geneigt ist.

12. Verdrahtung nach Anspruch 9 oder 10, mit
20 - auf der Unterseite (U) des Substrats (S1) flachig ange-
ordneten und integral angeformten Polymerh&ckern (H),
- einem auf der Oberseite (0) des Substrats (S1) in Wire-
Bond-Technik oder in Flip-Chip-Technik angeordneten Chip
(C) und mit
25 - einer auf die Polymerhécker (H) aufgebrachten létbaren
Endoberflache (E), wobei
- die lotbare Endoberfldche (E) eines Polymerhdckers (H)
jeweils iiber eine Leiterbahn (L) auf der Unterseite (U)
des Substrats (S1), eine Querverbindung (Q) und eine :
30 Leiterbahn (L) auf der Oberseite (0) des Substrats (S1)
mit einem zugeordneten AnschluB (AS) des Chips (C) elek-

trisch leitend verbunden ist.



